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Deneyde kurmus oldugumuz yukaridaki devrenin devre semasi SEKiL-1 de
gosterilmistir. Devre semasini kurarken programda 2N3904 kodlu transistér

kullanilmistr.
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SEKIL-1

Deneyde oOlctligiimiiz Rref ve Rpot degerimiz;
Rref=4.70k
Rpot=3100hm olarak bulunmustur.

Devreyi bu degerlere gore kurdugumuzda deneyde elde etmis oldugumuz

degerler;
ICQA =2m A ICQB =2 mA
VCE1 = 4.58V VCE2 = 6.252V
ICQ1 =1.213 mA ICQ2 =0.916 mA
VC1 =3.860V VC2 =5.789V



Kurmus oldugumuz devre semasinin simiilasyonu yaptigimizda ise tim
akim degerleri SEKIL-2 de gdsterilmistir. Tiim voltaj degerleri ise SEKIL-3 te
gosterilmistir.

SEKIiL-2
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SEKIL-3

SEKIL-2 ve SEKIL-3 te de goériildigli gibi devrenin simiilasyonundan elde
etmis oldugumuz degerler;

ICQA =2.06V ICQB =2.06 mA
VCE1=5.39V VCE2 =5.39V
ICQ1 =1.03 mA ICQ2 =1.03 mA
VC1 =4.72V VC2 =4.72V

Deneyde elde etmis oldugumuz sonuclar ile simulasyonda elde ettigimiz
degerler yaklasik olarak aynidir. Kiictk farkliliklar deneyde kullanmis oldugumuz
direnc ve kapasitorlerin hassasiyetinden kaynaklanmis olabilir.
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2)

Deneyin bu bolimiinde V1 noktasindan 100m V peak to peak 1k Hz
degerinde giris sinyali verip V2 yi topraga bagladik ve Vlout , V2 out degerlerini
olctiik. Devrenin semasi SEKIL-4 te verilmistir. Devrenin simiilasyonu ise SEKIL-5
te verilmistir. Osiloskobun A kanali Viout D kanali ise V2out degerlerini
gostermektedir.

SEKiL-4

SEKIL-5
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SEKIL-5 te de goriildigi gibi ;

Viout=2.7V

V2out=12.1V'tur.
Avdm-sel = Vout1 / (Vin1 -Vin2) = 2.7V / 100 mV = 27.0
Avdm-se2 = Vout2 / (Vin1 -Vin2) = 12.1V / 100 mV = 121.0
Deneyde elde etmis oldugumuz degerler ise;

Viout=1.52V

V2out=0V'tur.
Avdm-sel = Voutl / (Vinl -Vin2) = 1.52V / 100 mV = 15.2
Avdm-se2 = Vout2 / (Vinl -Vin2) =0V / 100 mV =0

Sonuclarin farkli citkmasinin sebebi deneyde V2out degerini bulurken net
bir sonu¢ elde edemememizden ve kapasitér ve direnc degerlerinin
hassasiyetinden kaynaklanmaktadir.

3)

Deneyin bu bolimiinde V2 noktasindan 100m V peak to peak 1k Hz
degerinde giris sinyali verip V1 i topraga bagladik ve V1out , V2 out degerlerini
dlctiik. Devrenin semasi SEKiL-6 da verilmistir. Devrenin simiilasyonu ise
SEKIiL-7de verilmistir. Osiloskobun B kanali V1out A kanali ise V2out degerlerini
gostermektedir.
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SEKIL-7
SEKIL-7de de goriildiigii gibi ;
Viout=12.0V
V2out=2.6V'tur.
Avdm-sel = Vout1 / (Vin1 -Vin2) = 12.0V / 100 mV = 120.0

Avdm-se2 = Vout2 / (Vin1 -Vin2) = 2.6V / 100 mV = 26.0

Deneyde elde etmis oldugumuz degerler ise;

Viout=0V

V2out=1.52V'tur.
Avdm-sel = Vout1 / (Vin1 -Vin2) =0V / 100 mV =0
Avdm-se2 = Vout2 / (Vin1 -Vin2) = 1.52V / 100 mV = 15.2

Sonuclarin farkli citkmasinin sebebi deneyde V1out degerini bulurken net
bir sonuc elde edemememizden ve kapasitér ve direnc degerlerinin
hassasiyetinden kaynaklanmaktadir.



4)

Bu bélimde tekrar soru 2' deki devreyi kurduk. Osiloskobumuzun A
kanalini Vout1’ e, D kanalini ise Vout2’ ye bagladik. SEKIL-8;: kurmus oldugumuz
devrenin simulasyonunu géstermektedir.

SEKIL-8

Vout2-Vout1=12.0V-2.7V=9.3V
Avdm-diff=(Vout2-Vout1)/(Vin1-Vin2)=9.3V/100mV=96.3
Deneyde elde etmis oldugumuz degerler ise;
Vout2-Vout1=2.90V
Avdm-diff=(Vout2-Vout1)/(Vin1-Vin2)=2.9V/100mV=29

Sonuclarin farkh cikmasinin sebebi deneyde 2. Sorudaki V1out degerini
bulurken net bir sonu¢ elde edemememizden ve kapasitér ve direnc
degerlerinin hassasiyetinden kaynaklanmaktadir.Her ne kadar deneyde ve
simulasyonda cikan sonuclar farkh olsa bile her iki karsilasirmada da kazancg
elde ettik.



5)

Deneyin bu boéliminde V1 ve V2 sinyallerinin her ikisine de 8VVp-p
genlikli 1k HZ frekans degerinde bir siniis sinyali génderiyoruz.SEKIL-9 da
devrenin sematigi verilmistir.SEKIL-10 da ise devrenin simulasyonu verilmistir.
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SEKIL-9

SEKiL-10
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Devrenin simulasyonundan gorildigi gibi;
Viout=9.46V
V2out=9.46V'tur.
Avcm-sel=Avcm-se2=vout1*vout2/((vout1l+vout2)/2)=9.46
Deneyde elde etmis oldugumuz sonuclar ise;
Viout=7.19V
V2out=7.19V'tur.
Avem-sel=Avcm-se2=vout1*vout2/((voutl+vout2)/2)=7.19

Deneyde ve simiilasyonda cikan sonuclar tamamen ayni olmasa da
birbirine cok yakin degerlerdir. Kiiclk farkliliklar deneyde kullanmis oldugumuz
direnc ve kapasitorlerin hassasiyetinden kaynaklanmis olabilir.

6)

Bu boliimde su ana kadar elde etmis oldugumuz Avdm-diff ve Avem- diff
degerlerinden CMRR sonucuna ulasmamiz beklenmektedir.

CMRR=Avdm-diff/Avcm-diff
Avdm-diff=(Vout2-Vout1)/(Vin1-Vin2)=9.3V/100mV=96.3
Avdm-diff=(Vout1-Vout2)/(Vin1-Vin2)/2=0

Bu nedenle ;

CMRR= oo

Olarak bulunmustur.

Deneyde buldugumuz CMRR sonucu ise;

CMRR=0.092 dir.

Bulmus oldugumuz sonuclarin biribirinden farkli olmasinin sebebi Vout1
yada Vout 2 degerlerinden birinin hatali olarak 6lciilmus olmasindan
kaynaklanabilir. 10



7)

Deneyde tim akim ve voltaj degerlerini istenilen kosullarda ayarladigimiz
Rpot degerine gore hesapladik.Bu Rpot degeri;

Rpot=3100hm idi.

Devrede Rpot degerini degistirdigimiz zaman tiim akim ve voltaj degerleri
buna goére degisecek ve dolyisi ile elde etmis oldugumuz kazanclarda farklilik
gosterecektir.

8)

Devreye vermis oldugumuz giris sinyallerinde 1k HZ frekans degerinde
sinyaller kullandik ve tiim kazanclari basaril bir sekilde elde ettik. Tiim voltaj ve
akim degerleri bu frekans araliginda bekledigimiz bir sonuc verdi. Dolayisi ile
elde etmis odlumuz kazanclarin hepsi de beklenilen degerlerdi.
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